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	摘要(中)	本研究的另一主題是結合非晶質薄膜與有機聚合物發光材料研製有機發光二極體(OLED)。元件結構係以P-型非晶質膜取代傳統的聚合物電洞注入層，並以N-型非晶質膜作為電子注入層。僅含P-型非晶矽層的OLED，其臨限電壓為6.21 V，而當電流密度為 600 mA/cm2時，發光亮度可達1383 cd/m2。再沈積N-型非晶矽後的元件，其臨限電壓為8.84 V，發光亮度則降至203 cd/m2。
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